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Beschreibung* 

Trager mit Lotkugelelementen und ein Verfahren zum Bestiicken 
von Substraten mit Kugelkontakten 

5 ^ . " ' ■ " . 

Die Erfindung betrifft einen Trager mit Lotkugelelementen fiir 

ein Bestiicken von Substraten mit Kugelkpntakten. In diesem 

Zusainmenhang werden unter dem Ausdruck Substirat die Komponen- 

ten in einer Halbleiterfertigung verstanden^ auf die in einem 

10 vorbestimmten Anordnungsmuster Lotkyigelelemente aufzubringen 
sind, wie Halbleiterwaf er mit vielen Halbleite.rchippositio- 
nen^ einzelne Halbleiterchips^ Zwlschenverdrahtungsplatten 
von Halbleiterstapelbauteilen, Verdrahtungsplatten von ein- 
zelnen .Halbleiterbauteilen und/odfer Leiterplatten von einem 

15 Nutzen, der eine Vielzahl von Halbleiterbauteilpositionen 
aufweisen kann. 

Unter dem Begriff Kugelkontakte werden Kontakte,r wie SuBerst 
kleine Flipchip-Kontakte mit Aufienabmessungen von einigen 

20 Mikrometern verstanden^ bis hin zu Kontakten, wie den Zwl- 

schenkontakten in Halbleiterbauteilstapeln mit Aufienabmessun- 
gen im Millimeterbereich. wahreiid die Flipchip-Kontakte auf 
Kontaktf lichen von beispielsweise 4 2 x 42 iim^ (Quadratmikro- 
meter) eines Halbleiterwaf ers Oder eines Halbleiterchips po- 

25 sitioniert. werden, Uberbriicken die Zwischenkontakte den Ab- 
stand zwischen Unterseite und Oberseite eines Halbleiterge- 
hauses in einem Halbleiterstapelbauteil und konnen AuUenmaJSe 
von einigen Millimetern erreichen. Zwischen diesen beiden ex- 
tremen Aufienabmessungen liegen die Aufienabmessungen der Au- 

30 lienkontakte fur Halbleiterbauteile mit EGA (ball grid array) - 
Gehaiisen, die heute welt verbreitet sind. 
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Dennoch ist das Bestlicken eines Substrats mit derartigen Ku- 
gelkontakten schwierig, wobei der Schwierigkeitsgrad bei ei- 
ner konkreten Montage und damit der Ausschuss mit kleiner 
werdenden Abmessungen zuniimt, zumal auch die Anzahl der auf- 
5 zubringenden Kugelkontakt G steigt. Die bisher praktizierten 
Bestuckungsmethoden sind aufweridig und kostenintensiv. Eine 
derartige Methode sieht vor, dass die Lotkugelelemente fUr 
Kugelkontakte in Vertiefungen einer Matrize eingeruttelt war- 
den und sobald alle Vertiefungen eines vbrgegebenen Anord- 
10 nungsmusters mit Lotkugelelementen geftillt sind, kSnnen die 
Lotkugelelemente in den Vertiefungen der Matrize mit einem 
entsprechenden Muster von Kontaktf lachen auf dem Substrat, 
beispielsweise durch gleichzeitiges gemeinsames Aufloten, 



verbunden werden. Diese Technik iat besonders problematisch, 
15 wenn ein ganzer Halbleiterwaf er mit Lotkugelelementen yerse- 
hen werden soli, zumal die Anzahl der gleichzeitig aufzubrin- 
genden Lotkugelelemente in die Tausende geht. 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren fiir ein BestUcken 
20 von Substraten mit Lotkugelelementen anzugeben, das die 

Schwierigkeiten der bekannten Verfahren tiberwindet, eine er- 
he3hte Zuverlassigkeit des BestUckens von Substraten mit Lot- 
kugelelementen ermoglicht und einen Trager mit Lotkugelele- 
M menten schafft, der ein frei wahlbares Andrdnungsmuster mdg- 

25 lich macht. Der Trager rait Lotkugelelementen soil im Gegen- 
satz zu Matrizen mit Vertiefungen kostengunstig herstellbar 
sein und einen schnellen Designwechsel im Anordnungsmuster 
fiir Lotkugelelemente fur unterschiedliche Anordnungsmustex 
von Kontaktf lachen auf Substraten ermOglichen, 



30 



GelCst wird diese Aufgabe mit dem Gegenstand der unabhSngigen 
Anspruche. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben 
sich aus den abhSngigen Anspruchen. 
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Erf indungsgemali wird ein Tr^ger mit Lotkugelelementen fUr ein 
Bestticken von Substraten mit Kugelkontakten angegeben. Dieser 
TrSger weist eine einseitig aufgebrachte Klebstof f sciiicht 
5 auf . Die Klebstof f schicht besteht aus einem Thermoplast Oder 
Duroplast, dessen Adhasionskraf t bei Bestrahlung vermindert 
ist. Ferner weist der Trager Lotkugelelement'e auf^ die dicht 
gepackt in Zeilen und Spalten auf der Klebstof f schicht ange- 
ordnet sind. Diese dichte Packung weist in den Zeilen und 
10 Spalten die Loteleiuente in vorgegebener minimal zulSssigex 

Schrittweite far einen Halbleiterchip oder ein Halbleiterbau- 
teil auf. 

Ein Vorteil dieses TrSgers mit Lotkugelelementen ist es, dass 
15 er mit minimal zuiassiger Schrittweite fur sSmtliche Positio- 
nen, die auf einem Halbleiterchip oder einem Halbleiterbau- 
teil moglich sind, Kugelelemente anbietet. Ferner ist es ein 
Vorteil dieses Tragers, der diese dicht gepackten Lotkugel- 
elemente auf weist, dass die Adhasionskraft der Klebstoff- 
20 schicht bei Bestrahlung vermindert ist. Somit kahn durch ge- 
zielte Bestrahlung einzelner Positionen von Lotkugelelementen 
das dort befindliche Lotkugelelement an seiner Position gelo- 
ckert Oder sogar zum Abf alien gebracht werden. Selbst ein Lo- 
ckern der Lotkugelelemente reicht aus, urn die gelockerten 
^ 25 Lotkugelelemente mit einfachem Schatteln oder mit anderen 

Hilfsmitteln aus ihren Positionen zu entfernen, und mit den 
verbleibenden Lotkugelelementen ein Anordnungsrauster zu er- 
halten^ das genau dort Lotkugelelemente aufweist, wo entspre- 
chende Kontaktf lachen eines Substrats angeordnet sind. Durch 
30 Vorhalten von TrSgern mit dicht gepackten Lot kugelelementzei- 
len und -spalten aber mit unterschiedlicher minimaler 
Schrittweite, kann in vorteilhaf ter Weise ein Vorrat an TrS- 
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gern fUr die unterschiedlichsten Anwendungsf ormen vorgehalten 
werden. 

In einer bevorzugten Ausbildung des TrSgers ist dieser auf 
5 ein\ zu bestiickendes Substrat in Form eines Halbleiterwaf ers 
angepasst, Dabei weist der TrSger ein Anordnungsmuster fUr 
Flipchip"Kontakte_ fiir eine Vielzahl von Halbleiterchips auf 
dem Halbleiterwaf er auf* In alien Lotkugelpositionen des da- 
fUr vorgesehenen Tragers werden die jenigen Lotkugelelemente 
10 durch Bestrahlen der Klebstof f schicht gelockert und entfernt^ 
fur die auf dem Halbleiterwaf er keine Kontaktf lache vorgese- 
hen ist. 

In einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung ist der Tra- 
15 ger. an das Anordniingsmuster fiir Flipchip-Kontakte eines Halb- 
leiterchips angepasst,. so dass Halbleiterchips in rationeller 
• Weise mit Flipchip-Kontakten ausgestattet werden k5nnen* Auch 
hier kann ein dann standardisierter TrSger mit einer standar- 
dislerten Schrittweite fiir die Lotkugelelemente eingesetzt 
20 werden, der je nach Bedarf an Kugelkontakten far den Halblei- 
terchip durch Bestrahlen einzelner Lotkugelelementpositionen 
modifiziert werden kann, 

' Bei einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung ist es vor- 

25 gesehen, dass eine Leiterplatte eines Nutzens als zu bestti- 
ckendes Substrat bereitgestellt wird. Dazu weist der TrSger 
ein Ancrdnungsmuster fUr Kugelkontakte einer Vielzahl von 
Halbleiterbauteilen des Nutzens auf. Diese Ausfuhrungsform 
hat den Vorteil^ dass fOr einen Nutzen gleichzeitig sSLmtliche 
30 ben^Jtigten AuJ^enkontakte der Halbleiterbauteile auf den Nut- 
zen gemeinsam mit einem Verf ahrenssohritt aufgebracht werden 
kbnnen. 
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Weiterhin ist es vorgesehen, dass das zu besttickende Substrat 
ei.n Verdrahtungstrager eines Halbleiterbauteils ist. In die- 
sem Fall weist der TrSger ein Anordnungsmuster fur Au£>enkon- 
takte eines Halbleiterbauteils auf . Oerartige. Aufienkontakte 
5 eines Halbleiterbauteils sind gr5fier als Flipchip-Kontakte 
eines Halbleiterchips . Dementsprechend ist auch die minimale 
Schrittweite, in der die Lotkugelelemente, auf dem TrSger an-, 
gedrdnet sind, grOfier. 

10 Schliefilich ist es vorgesehenr als zu bestiickendes Substrat 

eine Zwischenverdrahtungsplatte mit entsprechenden Stapelkon- 
takten auszustatten. Derartige Stapelkontakte weisen Auflenab- 
Q^^^^jP messungen auf/ die der Dicke eines der zu stapelnden Halblei- 

terbauteile entsprechen und stellen an der Oberseite und der 

15 Unterseite eines Halbleiterbauteils jeweils eine metallische 
Aufienkontaktfiache zur Verfiigung, so dass von oben nach un- 
ten, beziehungsweise von unten nach oben ein Durchkontaktie- 
ren durch den Halbleiterstapel tiber die Stapelkontakte m5g- 
lich wircl, Dazu weisen die atapeXkontaKte AufiehaJDmessungen 

20 auf, die grofier sind als die Dicke eines Halbleiterchips und 
die Aufienmalie einer Dicke eines Halbleiterbauteils erreichen 
k5nnen . 

V Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft eine Anlage fur 

4^ 25 ein Bestiickeh von Substraten mit Kugelkontakten, Diese Anlage 
weist einen TrSger mit einseitiger Klebstof f schicht auf, wo- 
bei die Klebstof f schicht einen Thermoplast oder Duroplast 
^^ax-stellt, dessen AdhS^sionskraf t bei Bestrahlung vermindert 
ist* Ferner weist die Anlage Kugelelemente auf, die dicht ge- 
30 packt in' Zeilen und spalten auf- der Klebstof f schicht in vor- 
gegebenen minimal zulassigen Schrittweiten fur einen Halblei- 
terchip oder ein Halbleiterbauteil angeqrdnet sind* 



-^0 
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Neben dem Trager mit den Lotkugeleiementen weist die Anlage 
eine Bestrahlungseinrichtung mit einer Strahlungsquelle auf . 
Schliefilich verfugt die Anlage tiber eine Abnahiueeinrichtung 
zum Entnehmen der gelockerten Lotkugelelemente unter Zuruck- 
lassung von Lotkugeleiementen in einem Anordnungsmuster fur 
Flipchip-Kontakte oder Kugelkontakte . Diese Abnahmeeinrich- 
t'ung zum Entfernen der gelockerten Lotkugelelemente kann auf 
verschiedene bevorzugte Weise ausgebildet sein, wie es nach- 
folgend noch haher beschrieben wird. 



10 



Neben der Abnahmeeinrichtung 2um Entfernen gelockerter. Lotku- 
gelelemente umfasst die Anlage eine Bestiickungseinrichtung 
f^jT^I^ ziom Fixieren der in einem vorgegebenen Anordnungsmuster auf 

dem TrSger verbliebenen Lotkugelelemente auf entsprechende 
15 Kontaktf lachen des Halbleiterwaf ers Oder des Hallpleiterchips 
Oder eines Verdrahtungstragers fUr ein Halbleiterbauteil . 
Daraber hinaus besitzt die Anlage eine Abzugseinrichtung zum 
TUoziehen des Tr^gers von den Kugelkontakten, sobald diese in 
der BestUckungseinrichtung mit den Kontaktf lachen der Sub- 
20 strate verbunden sind- 

Diese Anlage hat den Vorteil, dass sie nur wenige Komponenten 
aufweisen muss, um relativ komplexe Kontakt anordnungsmuster 
auf entsprechenden Substraten zu realisieren. Dartiber hinaus 
25 ■ hat die Anlage den Vorteil, dass sie aufierst kostengunstig 
zur Verfiigung gestellt werden kann. Und schli€;iilich hat die 
Anlage den Vorteil, dass sie auch in Untergruppen gegliedert 
werden kann, wobei eine der Untergruppen lediglich die Stan- 
dardtrager mit dichtgepackten Lotkugeleiementen herstellt . 
30 Eine andere Komponente abernimmt das Strukturieren zu einem 
Anordnungsmuster^ und erst in einer weiteren Komponente wird 
das Substrat mit dem TrMger zum BestUcken mit Lotkugeleiemen- 
ten zusammengef ahrt • 
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In einer bevorzugten Ausf iihrungsf orm der Erfindung weist die 
Bestrahlungseinrichtung eine Laserstrahlquelle auf . Mit Hilfe 
entsprechender Ablenkvorrlchtungen kann die Laser strahXquelle 
5 duxch Scannen des Laserstrahls ein selektives Bestrahlen des 
TrSgers an vorgesehenen Positionen ausftihren. Eine derartige 
Verf ahrensvariante hat den Vorteil, dass fur eine selektive 
Bestrahlung des Tragers keine Masken vorzusehen sind, sondern 
lediglich das Scannen des Lasers entsprechend zu prograitimie- 
10 ren ist. Somit warden an alien belichteten Positionen die 

Lotkugelelemente des Tragers gelockert und an den Positionen, 
an denen die Lotkugelelemente fur ein Anordnungsmuster von 
Kugelkontakten auf entsprechenden Substraten ©rforderlich 
ist, wird ein Bestrahlen des Lasers unterdriickt. 



Bei einer weiteren Ausf Qhrungsf orm der Anlage weist die Be- 
strahlungseinrichtung eine UV-Quelle auf. Diese UV-Quelle be- 
strahlt flachig. den Trager, so dass die Anlage zusStzlich ei- 
nen Maskenhalter auf weist, der zwischen UV-Quelle und Trager 
20 far ein selektives Bestrahlen des Tragers an vorgesehenen Po- 
sitionen vorgesehen ist. Dieser Maskenhalter weist Masken 
auf, die nur an den Positionen UV-Strahlen auf den Trager und 
damit auf die Klebeschicht zulassen, an denen Lotkugelelemen- 
te zu lockern beziehungsweise zu entfernen sind, 

'25 

Weiterhin ist es vorgesehen, dass die Anlage eine Abnahmeein- 
richtung zum Entfernen der gelockerten Lotkugelelemente be- 
sitzt, die in einer bevorzugten Ausf uhrungsf orm der Erfindung 
eine Walze oder ein Endlosband auf weist. Diese Walze Oder 
30 dieses Endlosband sind mit einer klebrigen Oberfiache verse- 
hen, so dass die zu entfernenden, gelockerten Lotkugelelemen- 
te auf der klebrigen Oberflache haften bleiben. Diese Abnah- 
mevorrichtung hat den Vorteil, dass die durch Bestrahlung der 
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Klebstelle gelockerten Lotkugelelemente relativ schonond ab- 
genoirauen unci sicher abtransportiert werden konnen^ da sie auf 
den klebrigen OberflMchen des Endlosbandes beziehungsweise 
der Walze hangen bleiben. 

5 . ■ ' • ' 

In einer weiteren Ausf^ihrungsf orm der Anlage ist es vorgese- 
hen, dass die Abnahmeeinrichtung "zum Entfernen der gelocker- 
ten Lotkugelelemente eine Walze Oder ein Endlosband aufweist^ 
auf deren Oberseiten Abstreifborsten vorgesehen sind. Mit 

10 derartigen Abstreifborsten werden die gelockerten Lotkugel- 
elemente zwar entfernt, jedoch kann es vorkomiuen/ dass. bei 
dem Abstreifvorgang Lotkugeln in die Anlage springen und den 
Betrieb behindern k5nnen, Insofern weist die A^nahmeyorrich- 
tung zusatzlich einen die Abstreif einrichtung umgebenden Be- 

15 halter auf, der sSintliche durch die Abstreifborsten gelesten 
Lotkugelelemente auff^ngt und sainnielt. Die auf gef angenen Ku- 
geln kttnnen dann wieder fur ein Bestiicken eines Tragers- mit 
dichtgepackter Lotkugelelementanordnung eingesetzt werden. 



20 Neben einer mdglicH'en Halterung far Mas ken sowie Halterungen 
far die Abnahmeeinrichtung und Bestrahlungseinrichtung weist 
die BestUckungseinrichtung zusStzlich eine Halterung fur die 
zu besttickenden Substrate auf. Daraber hinaus weist die Anla- 
V ge eine TrSgerhalterung fUr den Trager mit einem Anordnungs- 

^ 25 muster aus Lotkugelelementen auf- Beide werden in der Bestu- 
ckungseinrichtung mit Hilfe von Justagemitteln so ausgerich- 
tet,' dass die verbliebeneh Lotkugelelemente des TrSgers in 
der Tragerhalterung auf Kontaktf lachen der zu bestuckenden 
Substrate in der Substrathalterung ausgerichtet werden koh- 
30 nen. Erst nach Ausrichten von Trager und Substrat werden bei- 

de zusammengefuhrt und in einem Tempeiraturschritt konnen die 

Lotkugelelemente auf das Substrat an vorgesehenen und ausge- 
richteten Positionen aufgel5tet werden. 
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Ein Verfahren fiir ein Bestacken von Substraten mit Kugelkon- 
takten weist die nachf olgenden Verf ahrensschritte auf. Zu- 
n^chst wird aus einem Tragermaterlal ein Band mit einseitiger 
5 Klebstoff schicht, die einen Thermoplast oder Duroplast, des- 
sen AdhMsionskraft bei Bestrahlung vermindert ist, herge- 
stellt- Auf diesem Band werden anschlieaend auf der Kleb- 
stof fschicht Lotlcugelelemente in Zeilen und Spalten in vorge- 
gebener minimal zulSssiger Schrittweite ftir einen Halbleiter- 
10 chip Oder fiir ein Halbleiterbauteil angeordnet. 

Dieses mit Lotkugelelementen dlcht bepackte TrSgerbahd wird 
anschliefiend selektiv zur Minderung der Adhesion der Kleb- 
stof f schicht und zur Lockerung von Lotkugelelementen an vor- 

15 gesehenen Positionen bestrahlt* Anschliefiend werden die gelo- 
ckerten Lotkugelelemente unter ZurGcklassung von auf dem TrS- 
ger fixierten Lotkugelelementen in einem Anordnungsmuster fUr 
einen Halbleiterchip ode'r fur ein Halbleiterbauteil . entfernt, 
Nach einer Just age des so vorbereiteten TrSgers mit Lotkugel- 

20 elementen an vorbestiiranten Positionen, wird dieser gegenUber 
einem Substrat mit Kontaktf ISchen far das Aufbringen yon Lot- 
kugelelementen und Aufl5ten zu Kugelkontakten ausgerichtet . 
Anschlieli.end erfolgt ein Aufl5ten der in einem vorgegebenen 
Anordnungsmuster auf dem TrSger verbliebenen Lotkugelelemente 

25 auf Kontaktfiachen eines Halbieiterwaf ers oder Halbleiter- 
chips Oder auf einen VerdrahtungstrSgers fur Halbleiterbau- 
teile, Auch groBvolumige Lotkugelelemente ftir Zwischenkontak- 
te eines Halbleiterstapelbauteil.s konnen auf diese Weise vor- 
bereitet und an den entsprechenden Positionen aufgel5tet wer- 

30 den- 

Nach dem Aufl^5ten erfolgt das Abziehen des Tragers von dem 
mit Flipchip-Kontakten oder mit Kugelkontakten besttlckten 
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Substraten* Dabei kann unterstiitzend die gesamte FXSche des 
TrSgers, beispielsweise von einer UV-Quelle^ bestrahlt wer- 
den- Es ist jedoch auch ein Abziehen des Tragers unter ErwSr- 
mung dee Substrats moglich.. 

Zum Aufbringen der Klebstof f schicht auf das TrSgermaterial 
kann ein SprOhprozess vorgesehen werden. Auch ein Aufrollen 
Oder Aufwalzen der Klebstof f schicht auf ein TrSgenuaterial 
ist m6glich« 



10 




Die Lotkugelkontaktelemente k5nnen zeilenweise aus parallel 
nebeneinander angeordneten Spenderdtisen in vorgegebener mini- 
mal zulassiger Schrittweite fUr einen Halbleiterchip. oder ein 
Haibleiterbauteil auf die Klebstof f schicht aufgeklebt werden. 
15 Derartige Spenderdtisen k5nnen die Form von Pipetten aufwei- 

sen, in deren Kapillaren die LStkugelelemente gestapelt sind. 
Zur Minderung der Adhesion der Klebstof f schicht konnen UV- 
Strahlen oder Laserstrahlen selektiv an den vorgegebenen Po- 
sitionen auf den TrSger und/oder die Klebstof f schicht einwir- 
20 ken/ so dass nur derartige Lotkugelelemente. entfernt werden^ 
die nicht zu dem Anordnungsmuster der Kontaktf lachen auf ei- 
nem Subs t rat passen. 

Wie oben bereits erwShnt, kann das Abheben des Tragermateri- 
ais von den aufgel5teten Kugelkontakten durch grofif lachige 
Bestrahlung des TrSgermaterials abgezogen werden. 

Zusammenfassend ist f estzustellen, dass mit dem erf indungsge- 
maJien TrSger der sogenannte "ball apply prozess" bzw. die so- 
30 genannte "bumping methode" durch die Verwendung des erfin- 

dungsgemaBen Tragers wesentlich erleichtert wird> da nun fiir • 
jedes "bailout" nicht mehr ein eigenes Werkzeug, namlich ein 
sogenanntes "tool" anzufertigen ist. Damit werden auch die 
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Prozesszeiten verkiirzt/ insbesondere beim sogenannten "wafer 
bumping" bzw. "wafer ball apply". 

Durch das vollflachige Aufbringen von Lot kugel element en bzw. 
5 " sogenannten "balls" auf eine Klebstof f schicht eines Tragers^ 
die so beschaffen ist, dass sie unter Einfluas entsprechender 
wanae und/oder Strahlung an d^n bestrahlten Flachen die Haft- 
kraft verliert, ist es mbglich/ vorgegebene Anordnungsmuster 
fur die Kugelkontakte von Halbleiterchips, Halbleiterwaf em, 

10 Halbleiterbauteilen Oder auch von Stapelbauteilen prazise und 
einfach zu realisieren. Iia Prinzip lassen sich saititliche ge- 
wunschte "bailouts" realisieren. Ein eventuell fQr das Auflo- 
ten benotigtes Flussrtiittel kann direkt auf die verbliebenen . 
"balls /bumps" aufgebracht werden* Alternativ kann der Fluss- 

15 mittelauftrag auch auf die Kontaktf ISchen bzw. "bondpads" 

aufgebracht werden. Somit liefert der erf indungsgemafie Trager 
sowie die erf indungsgemafte Anlage zum BestUcken des Tragers 
und das Verfahren zum Bestiicken von Substraten mit Kugelkon- 
takten, den sogenannten "balls" die nachfolgenden Vorteilei 



20 • , 

1. universell einsetzbarer TrSger fUr alle KugelgroBen; 

2. universelle Abbiidung verschiedener Kontaktkugelschritt- 
weiten, sogenannter "ball pitches"^ die auch auf einem 
einzelnen Trager kombiniefbar sind; 

25 3. Verwendung von Endlosbandern ist mOglich, 
4. Verwendung von Folien ist mSglich; 

5- prinzipiell ist jedes Anordnungsmuster bzw, jdedes "bai- 
lout" realisierbar; 
, 6. eine sehr grof^e Genauigkeit ist durch die Moglichkeit 
30 von f otolithograf ischen Prozessen, beispielsweise beim 

selektiven Bestrahlen realisierbar; 
7. bei groBen Flachen wie Oberfiachen von Halbleiterwaf em 
ist das Bestacken mit Kugelkontakten, das sogenannte 
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"beballen'* durch einen einzigen Prozessschritt mcSglich; 
8. auch ein Auftrag von Flussmittel kann direkt auf die 

Lotkugelelemente des Tragers erfolgen^ otine dass ein zu- 
ScLtzliches Werkzeug notwendig wSre. 

5 ' 

Die Erfindung wird nun anhand der beigefugten Figuren nSher . 
erlautert. 

. Figur 1 zeigt eine schematische Untersicht auf einen TrMger 
10 mit Lotkugelelementen gemaJi einer ersten Ausfuh- 

rungsfonu der Erfindung; 



Figur 2 zeigt eine schematische Untersicht auf einen Trager 
mit Lotkugelelementen nach Strukturierung des TrS- 
15 gers der Figur 1 zu einem Anordnungsmuster der Lot- 

kugelelemente; 

Figur 3 zeigt einen schematischen Querschnitt eines Tragers 
durch eine Spalte von Lotkugelelementen; 

20 . 

Figur 4 zeigt einen Querschnitt einer Anordnung fur ein 
selektives Bestrahlen einer Klebstof f schicht des 
Tragers; 

\^ 25 Figur 5 zeigt einen schematischen Querschnitt einer Anord- 
(^^llr nung fur ein selektives Beschichten eines. Verdrah- 

tungssubstrats mit Kugelkontakten; 

Figur 6 zeigt ein grofif lachiges Bestrahlen des Tragers fur 
30 ein Trennen von Trager und Lotkontaktelementen; 

Figur 7 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein 
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Halbleiterbauteil mlt einem Halbleiterchip in Flip- 
Chip Techhik, wobei sowphi die Flipchip-Kontakte 
als auch die Aufienkontakte des Halbleiterbauteils 
mit Hilfe von erf indungsgemSfien TrSgern positio- 
5 niert sind; 

Figur 8 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein 

Halbleiterstapelbauteil mit Stapelkontakten, welche 
die Verbindung zwischen Unterseite und Oberseite 
10 des Halbleiterstapelbauteils des Stapels ermttgli- 

chen. 

Figur 1 zeigt eine schematische Untersicht auf einen Trager 4 
mit Lotkugelelementen 1 gemafi einer ersten Ausfiihrungsf orm 
15 der Erfindung* Auf seiner Unterseite weist der Trager 4 eine 
Klebstoff schicht 5 auf, die bei Bestrahlungseinwirkung bzw.* 
Warmeeinwirkung eine venuinderte AdhSsion far die auf der 
klebstoff schicht 5 angeordneten Lotkugelelemente 1 aufweist. 
Die Lotkugelelemente 1 sind auf der Klebstoff schicht 5 des 
20 Tragers 4 in Zeilen 6 und Spalten 7 in einer Schrittweite w 
sowohl in Richtung der Zeilen 6 als auch in Richtung der 
Spalten 7 angeordnet. Der Trager 4 ist als Endlosband ausge- 
bildet, wobei der in Figur 1 gezeigte Abschnitt des Endlos- . 
bandes pasaend ftir ein Substrat aus gewMhlt wurde, auf dessen 
25 Kontaktf lachen an vorbestimmten Positionen Lotkugelelementen 
1 zu Kugelkontakten aufgelotet werden sollen. 

Ein derartiger Trager 4 kann dadurch hergestellt werden/ dass 
zunSchst ein Tragermaterial mit der Klebstoff schicht 5 aus 
30 einem Duroplast oder Thermoplast versehen wird und die Lotku- 
gelelemente 1 aus einer Pipettenharfe ^zeilenweise aufvder 
Klebstoff schicht 5 fixiert werden. Eine derartige Pipetten- 
harfe kann die Lotkugelelemente 1 einer Zeile 6 rechtzeitig 



/IS 
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aber die Kanalen der Pipetten zufUhren, Es ist auch mOglich^ 
Uber eine Vakuuitipipettenharf e jeweils die Lotkugelelemente 1 
einer Zeile 6 an den Mundstilcken der Vakuumpipetten zu hal- 
ten, bis sie auf der Klebstof f schicht 5 des TrSgers 4 fixiert 
5 sind. 



+49 89 32199366 S.18 

a 



Figur 2 zeigt eine schematische Untersicht auf einen TrSger 4 
mit Lot k-ugel element en 1 nach Strukturierung des TrSgers 4, 
der Figur 1 zu einem Anordnungsitiuster 11 der Lotkugelelemente 

10 1. Dieses Anordnungsmuster 11 eritspricht einem Kontaktfl^- 

chenmuster eines Substrats, das mit den in Figur 2 gezeigten 
Lotkugelelementen 1 bestuckt werden soil. Dazu konnen die 
Lotkugelelemente 1 dieses Anordnungsmuster s 11 zunachst mit 
einem Flussmittel in Kontakt gebracht werden, das beispiels- 

15 weise durch einen Stempel Oder durch eine Walze auf die Lot- 
kugelelemente 1 aufgetragen wird. 



Mit den nachfolgenden Figuren wird erlSutert, wie ein derar- 
tiges Anordnungsmuster 11 herstellbar ist und wie anschlie-- 
20 iSend dieses Muster von Lotkugelelementen auf Kontaktf ISchen 

eines Substrats zu Kugelkontakten aufgelotet wird. Die in Fi- 
gur 2 und den nachfolgenden Figuren gezeigten Bezugszeichen 
werden nicht mehr erlSutert, wenn die Komponenten dieser Be- 
zugszeichen die gieichen Funktionen wie in Figur 1 erftillen. 

25 

L^JW^ Figur 3 zeigt einen schematischen Querschnitt eines Tragers 4 

durch eine Spalte 7 von Lotkugelelementen 1. Jede mogliche 
' Position ist in einer Schrittweite w bei diesem Tr^ger 4 mit 
einem Lotkugelelement , 1 belegt, so dass die Spalte 7 zunachst 
30 vollst^ndig mit Lotkugelelementen 1 besetzt ist, wobei die 
Klebstof f schicht 5 dafur sorgt, dass die Lotkugelelemente 1 
in ihrer Position fixiert sind. 



19^ 
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Figur 4 zeigt einen Querschnitt einer Anordnung fur ein se- 
lektives Bestrahlen einer Klebstof f schicht 5 des Tragers 4, 
In diesem Fall erfolgt die Bestrahlung durch eine groBf lachi- 
ge UV-Strahlungsquelle die in Pf eilrichtungen A eine Maske 18 
^ einer Anlage zum BestUcken von Substraten mit Kugelkontakten 
bestraht, Diese Mask© 18 bestrahlt in Pf eilrichtung B nur die 
Ponn tiioncn dcr Lotkugelelemente 1 des Txagdrs 4, die von dem 
TrSger 4 in Pf eilrichtung C entfernt werden sollen. Die tibri- 
gen Lotkugelelemente 1 werden durch die Mask© 18 vor einem 
Bestrahlen mit UV-Licht geschtitzt. Somit verbleiben nach dem 
Ende dieses Prozesses die Lotkugelelemente auf der Klebstoff- 
schicht 5, deren Position nicht von den UV-Strahlen A getrof- 
fen wurden. Eine derartige Maske 18 kann mit Hilfe der Foto- 
lithographie prazise vorbereitet werden, so dass ein exaktes 
Anordnungsmuster von Lotkugelelementen 1 auf dem Trager 4 
nach diesem Schritt zurtickbleibt . 



.4 



Figur 5 zeigt einen schematischen Querschnitt aines Anordnung 
fur ein. selektives Beschichten eines Verdrahtungssubstrats 2 

20 mit Kugelkontakten. Dazu wird das Anordnungsmuster 11 aus 

Lotkugelelementen 1 des TrSgers 4 gegenuber dem Verdrahtungs- 
substrat 2 solange ausgerichtet, bis die Lotkugelelemente 1 
den Kontaktfiachen 17 des Verdrahtungssubstrats 2 gegenuber- 
liegen. Dann wird in Pf eilrichtung D der TrSger 4 mit seinem 

25 Anordnungsmuster 11 aus Lotkugelelementen 1 auf das Verdrah- 
tungssubstrat 2 verbracht und in einem Lotprozess wird ein . 
Auf loten der Lotkugelelemente 1 zu Kontaktkugeln auf dem' Ver- 
drahtungssubstrat 2 in den Positionen der Kontaktf lachen 17 
durchgef ahrt . Der TrSger 4 mit seiner Klebstof f schicht 5 ist 

30 nun noch auf den Kugelkontakten vorhanden und musS;. wie es 
Figur 6 zeigt, entfernt werden. 
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Figur 6 zeigt ein grofiflSchiges Bestrahlen des Trflgers 4 ftir 
ein Trennen von Tr^ger 4 und Kugelkontakten 3 des Verdrah- 
tungssubstrats 2- Komponenten mit gleichen Funktionen^ wie in 
den vorhergehenden Figuren, werden mit gleichen Bezugszeichen 
5 gekennzeichnet und nicht extra erOrtert, Das grofiflSchige Be- 
strahlen beispielsweise mit einer UV-Quelle wird wieder durch 
die Pfeile A verdeutlicht ^ wobei diesmal keine Maske erforT 
derlich ist, zumal samtliche verbliebene bisher noch- nicht . 
bestrahlte Positionen der Klebstof f schicht 5 sich nun von den 
10 ursprUnglichen Lotkugelelementen losen sollen. 

Figur 7 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein Halb- 
leiterbauteil 9 mit einem Halbleiterchip 8 in Flip-Chip Tech- 
nik^ wobei sowohl die Flipchip-Kontakte 12 des Halbleiter- 
15 chips 8 als auch die AuBenkontakte 14 des Halbleiterbauteils 
9 niit Hilfe von erf indungsgemSfien TrSgern 4 positioniert wur- 
den- Die Darstellung in Figur 7 ist nicht ma^stabsgerecht ^ 
zumal die Aufienkontakte 14 auf der Unterseite 23 des Verdrah- 
tungssubstrats 2 etwa uin eine GrGiienordnung^^ grfiliere AuBendi- 
20 inensionen aufweisen als die Flipchip-Kontakte 12 auf den Kon- 
taktfiachen 17 des Halbleiterchips 8, .Der Halbleiterchip 8 
ist mit seinen Flipchip-Kontakten 12 von einer Kunststof fmas- 
se 19 in dieser Ausftihrungsf orm der Erfindung umgeben, die 
gleichzeitig einen oberen Teil des Gehauses dieses Halblei- 
25 terbauteils 9 bildet. 



JZ1 




Die Unterseite des GehSuses wird im wesentlichen von dem Ver- 
drahtungssubstrat 2 gebildet,. auf dem nach auflen die Aufien- 
kontakte 14 gleichfdrmig verteilt angeordnet sind, wahrend 
30 die Flipchip-Kontakte 12 sich nach der Position der Kontakt-. 
f lichen 17 des Halblellierchips 8 richten. Urn dennoch die 
Flipchip-Kontakte 12 elektrisch mit den Aulien kontakt en 14 zu « 
verbinden, weist das Verdrahtungssubstrat 2 Durchkontakte 20 



Datum 19.05.04 10:56 FAXG3 Nr: 794711 von NVS:FAXG3.I0.0101/0 (Seite 20 von 35) 



ig-MftI-2004 11=01 SCHUEIGER &. PARTNER 

FIN 606 P/200450779 

auf< die durch das Verdrahtungssubstrat 2 erstrecken und iiber 
eine Verdrahtungsstruktur 21 mit AuIJenkontaktf lachen 22 auf 
der Unterseite 23 des Verdrahtungssubstrat s 2 verbunden sind. 
Auf diesen Aufienkontaktf lichen 22 sind mit der oben beschrie- 
5 benen Technik mit Hilfe eines- Tragers die Au£>enkbntakte 14 
angeordnet. ' 

Figur 8 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein Halb- 
leiterstapelbauteil 10' mit Stapelkontakten 16, welche die 
10 Verbindung zwischen der Unterseite 23 und der Oberseite 24 

des Halbleiterstapelbauteils 10 ermoglichen. Die Ausfiihrungs- 
foinn gema^ Figur 8 unterscheidet slch von den vorhergehenden 
Ausfahrungsformen dadurch, dass drei v6llig unterschiedliche 
LotkugelgroBen filr die Herstellung dieses Halbleiterbauteils 
15 10 verarbeitet werden und dementsprechend auch drei unter- 

schiedlich strukturierte TrSger mit Lotkugelelementen fiir die 
Fertigung dieses Halbieiterbauteils 10 zur Verftigung $tehen. 

Bei den Stapelkontakten 16 kommt es darauf an, dass die ge- 
sartite Kunststoffmasse 19, die den oberen Teil des Gehauses 
des Halbleiterstapelbauteils 10 bildet, von dem Stapelkontak- 
ten 16 durchdrungen wird. Dazu sind sie in Randbereichen des 
Verdrahtungssubstrats 2 rund urn den Halbleiterchip 8 angeord- 
net. Entsprechende Umverdrahtungsleitungen 25 stellen sicher, 
dass die Au^enkontakte 14 und die Stapelkontakte 16 elekt- 
risch miteinander verbunden sind. Ober die Durchkontakte 20 
sind zusatzlich die Flipchip-Kontakte 12 des Halbleiterchips 
8 mit den Aufienkontakten 14 verbunden. Somit ist es mi5glich> 
eine Vielzahl dieser Halbleiterstapelbauteile 10 (ibereinander 
anzuordnen und flber die Stapelkontakte 16 mit den AuBenkon- 
takten" 14 cies "Halblelterbauteilstape^ ■ 
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25 



30 
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Bezugszeichenllste 

1 Lotkugelelement 

2 Substrat oder Verdrahtungssubstrat 
5 3 Kugelkontakt 

4 Tr^ger 

5 Klebstoffschicht 

6 Zeilen 

7 Spalten 

10 8 Halbleiterchip 

9 Halbleiterbautetl 

10 Halbleiterstapelbauteil 

11 Anordnungsmuster 

12 Flipchip-Kontakt 
.15 14 Auflenkontakt 

16. Stapelkontakt 

17 Kontaktflache ' 

18 Maske 

19 Kunststoff masse 
20 20 Durchkontakt 

21 Verdrahtungsstruktur 

22 Auiienkontaktf lache 

23 Unterseite des Verdrahtungssubstrats 

24 Oberseite des Halbleiterbauteils 
25 25 Umverdrahtungsleitung 



A Pfeilrichtung 

B Pfeilirichtung 

30 C Pfeilrichtung 

" D" " "Pfeilrichtung 

w Schrittweite 
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Patent anspriiche 

1. Trager mit Lotkugeielementen (1) far ein Bestticken von 
Substraten (2) mit Kugelkontakten (3), wobei der TrSger 
5 (4) folgende Merkmale aufweist: 

eine einseitig aufgebrachte Klebstof f schicht (5) ^ 
wobei die Klebstof f schicht (5) einen Thermoplast 
Oder Duroplast aufweist, dessen Adh^sionskraf t bei 
Bestrahlung vermindert ist; 
10 - Lotkugelelemente (1), die dichtgepackt in Zeilen 

(6) und Spalten (7) auf der Klebstof f schicht (5) in 
vorgegebener minimalzulassiger Schrittweite (w) fUr 
einen Halbleiterchip (8) Oder ein Haibleiterbauteil 
(9) angeordnet sind. 

15 

2 • Trager nach Anspruch 1^ 

dadurch gekennzeichnet/ dass 

das zu bestackende Substrat (2) ein Halbleiterwaf er ist, 
und der Trager (4) ein Anordnungsmuster (11) fur Flip- 
20 chip-Kontakte (12) einer Yielzahl von Halbleiterchips 

(8) des Halbleiterwaf ers aufweist. 

3. Trager nach Anspruch 1, 

\ dadurch gekennzeichnet, dass 

25 das zu bestackende Substrat (2) ein Halbleiterchip (8) 

ist, und der TrSger (4) ein Anordnungsmuster (11) fur 
Flipchip-Kontakte (12) des Halbleiterchips (8) aufweist- 

4. Trager nach Anspruch. 1, 

30 dadurch gekennzeichnet, dass 

das zu bestuckende Substrat (2) eine Leiterplatte eines 
Nutzens ist, und der Trclger (4) ein Anordnungsmuster 
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(11) fur Kugellcontakte (3) einer Vielzahl von Halblei- 
terbauteilen (9) des Nutzens aufweist. 

5- TrSger nach J^nspruch 1, 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t ^ dass 
das zu bestuckende Substrat (2) ein Verdrahtungstrager 
eines Halbleiterbauteils (9) ist, und der TrSger (4) ein 
Anordnungsmuster (11) ftir Aulienkontakte (14) eines Halb- 
leiterbauteils (9) aufweist* 



10, 



6. Tr^ger nach Anspruch 1, 
^ dadurch gekennzeichnet^ dass 

das 2U bestuckende Substrat (2) eine Zwischenverdrah- 
tungsplatte eines Halbleiterbauteilstapels (10) ist, und 
15 der Trager (4) ein Anordnungsmuster (11) fur Stapelkon-. 

takte (16) eines Halbleiterstapelbauteils (10) aufweist. 

7- Anlage fur ein Bestvicken von Substraten (2) mit Kugel- 
kontakten (3)/ wobei die Vorrichtung folgende Merkmale 
20 aufweist 

einen Trager (4) mit einseitiger Klebstof f schicht 

(5) /wobei die Klebstof f schicht (5) einen Thermo- 
plast Oder Duroplast aufweist, dessen Adhasions- 

\ kraft bei Bestrahlung vermindert ist; 

25 - Lotkugelelemente (1), die dichtgepackt in Zeilen 

(6) und Spalten (7) auf der Klebstof f schicht (5) in 
vorgegebener minimalzulassiger Schrittweite (w) far 
einen Halbleiterchip (8) oder ein Halbleiterbauteil 
(9) angeordnet sind; 

30 - eine Bestrahlungseinrichtung mit einer Strahlungs- 

quelle und Vbrrichtungen zum selektiven" Bestrahlen 
des Tragers (4) zur Minderung der AdhSsipn der 
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Klebstoffschicht (5) zur. Lockerung von Lotkugelele- 
menten (1) an vorgegebenen Positionen; 
eine Abnahmeeinrichtung zum Entfernen der gelocker- 
.. ten Lotkugelelemente (1) und Zurucklassung von Lot- 
5 Jcugelelementen (1) in einem Anordnungsmuster (11) 

far Flipchlp-Kontakte (12) oder Kugelkontakte (3) ; 
Bestiickungseinrichtung zum Fixieren der in einem 
yorgegebnen Anordnungsmuster (11) auf dem Trager 
(4) verbliebenen Lot kxigeleVemftntft (1) auf Kontakt- 
10 flachen (17) des Halbleiterwaf ers oder Halblei Lex- 

chips (8) Oder des VerdrahtungstrSgers fUr Halblei- 

\ terbauteile (9); 

7^^ . ■ ' 



15 



Abzugseinrichtung zum Abziehen der Trager (4) von 
den Kugelkontakten (-3) . 



8. Anlage nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzei'chnet/ dass 

die Bestrahlungseinrichtung eine Laserstrahlquelle auf- 
weist und Ablenkvorrichtungen zum Scannen des Laseir- 
20 strahls zum selektiven Bestrahlen des Tragers (4) an 

vorgegebenen Positionen umfasst. 

9, Anlage nach Anspruch 1, 
\ dadurch gekennzeichnet,dass 

-kr^l^ 25 die Bestrahlungseinrichtung eine uv-Quelle aufweist und 

^ zum selektiven Bestrahlen des TrSgers (4) mit UV- 

Strahlen einen Ma^kenhalter mit Masken (18) fiir eine UV- 
Bestrahlung des TrSgers (4) an vorgegebenen Positionen 
aufweist. 



30 



10. Anlage nach einem der AnsprQche 7 bis 9, . 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 
die Abnahmeeinrichtung zum Entfernen der gelockerten 
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Lotkugelelemente (1) eine Walze oder eine Endlosband * 
aufweist, welche mit klebrigen OberflSchen versehen 
sind^ an denen gelockerte Lotkugelelemente (1) haften 
bleiben. 

5 ' 

11- Anlage nach einem der AnsprUche 7 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
die Abnahmeeinrichtung zum Entfernen der gelock'erten 
Lotkugelelemente (1) eine Walze oder ein Endlosband auf- 
10 weist, auf deren Oberseiten Abstreifborsten vorgesehen 

sind - 

12. Anlage nach einem der AnsprUche 7 bis 11, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

15 die Besttickungseinrichtung eine Halterung fiir zu bestxi- 

ckende Substrate (2> und eine Tragerhalterung fur den 
Trager (4) mit einem Anordnungsmuster (11) aus Lotkugel- 
■elementen (1), sowie Justagemittel zum Ausrichten der 
verbliebenen Lotkugelelemente (1) des Tragers (4) in der 

20 . Tra.gerhalterung auf Kontaktf lichen (17) der zu besta- 

ckenden Substrate (2) der Halterung auf weist. 

13. Verfahren fur e;ln Bestacken von Substraten (2) mit Ku- 
! gelkontakten (3), das foigende Verf ahrensschritte auf- 



xf\ 25 weist: 

- Herstellen eines Bandes aus TrSgermaterial mit ein- 
seitiger Klebstof f schicht (5), die einen Thermo- 
plast Oder Duroplast aufweist, dessen Adhasions- 
kraft bei Bestrahlung vermindert ist; 
3 0 - Anordnen von Lotkugelelementen (1) in Zeilen (6) 

und Spalten (7) auf der Klebstof f schicht (5) in 
vorgegebener minimalzulassiger ' Schrittweite (w) fUr 
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einen Halbleiterchip (8) oder fur ein Halbleiter- 
bauteil (9); 

selektives Bestrahlen des TrSgers (4) zur Minderung 
der Adhasion der Klebstof f schicht (5) und zur Lo- 
5 ckerung von. Lotkugelelementen (1) an vorgegebenen 

Positionen; 

Entfernen der .gelockerten LotJcugelelemente (1) und 
Zurticklassen von auf dem TrMger (4); fixierten Lot- 
kugelelementen (1) in einem Anordnungsmuster (11) 
10 far einen Halbleiterchip (8) oder fiir ein Halblei- 

terbauteil (9) ; 

\ - Auf lOten der in einem vorgegebenen Anordnungsmuster 

(11) auf dem Trager (4) verbliebenen Lotkugelele- 
mente (1) auf Kontaktf ISchen (17) eines Halbleiter- 
15 wafers oder Halbleiterchips (8) oder Verdrahtungs- 

tr^gers fUr Halbleiterbauteile (9); 
Abziehen des Tragers (4) von den' mit Flipchip- 
Kontakten (12) oder Kugelkontakten (3) zu besta- 
ckenden Subs t rat (2) ; 

20 

14. Verfahren nach Anspruch 13, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

der Trager (4) einseitig mit einer Klebstof f schicht (5) 
I bespriiht wird. 



L 23 



30 



15. Verfahren nach Anspruch 13 oder Anspruch 14^ 
.dadurch gekennzeichnet, dass 

die Lotkugelelemente (1) .zeilenweise aus parallel neben- 
einander angeordneten Spenderdiisen in vorgegebener mini- 
malzulassiger Schrittweite (w) fUr einen Halbleiterchip 
(8) Oder ein Halbleiterbauteil (9) auf die ^Klebstof f- 
schicht (5) aufgeklebt werden. 
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16. Verfahren nach einem der Anspruche 13 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet^ da'ss 
ein Laserstrahl zum selektives Bestrahlen des TrSgers 
(4) zur Minderung der Adhesion der Klebstof f schicht (5) 
5 und zur Lockerung von Lotkugelelementen (1) an vorgege- 

benen Positioner! tlber den Tr&ger (4) gefuhrt wird. 

17- Verfahren nach einem der Anspriiche 13 bis 16, 
d-adurch gekennzeichnet, dass 
10 der Trager (4) selektiv durch eine Maske (18) mit UV^ 

Strahlen zur Minderung der Adhesion der klebstof f schicht 
\ (5) und zur Lockerung von Lotkugelelementen (1) an vor- 

gegebenen Posit ionen bestrahlt wird. 

15 18. Verfahren nach einem der Ansprache 13 bis 17, 
dad-ur.ch gekennzeichnet Anlage, dass 
der Trager {4)'einer grofif lachigen Bestrahlung ausge- 
setzt, und der TrSger (4) von den Kugelkontakten (3) ab- 
gezogen wird, 
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■ Zusammenf assung 

Tragex mit Lotkugelelementen und ein Verfahren zum Bostiicken 
von Substraten mit Kugelkontakten 

5 

Die Erfindung betrifft einen TrMger (4) luit Lotkugelelementen 
(1) far ein BestUcken von Substraten (2) mit Kugelkontakten. 
Ferner betrifft die Erfindung eine Anlage fUr ein Bestticken 
von Substraten (2) mit Kugelkontakten und ein Verfahren far 
10 ein Bestticken von Substraten (2) mit Kugelkontakten- Dazu 

weist der Trager (4) eine einseitig aufgebrachte Klebstoff- 
schicht. (5) auf, wobei die Klebstof f schicht (5) ihre AdhSsi- 
onskraft bei Bestrahlung weitestgehend verliert. Ferner weist 
der TrSger (4) Lotkugelelemente (1) auf, die dichtgepackt in 
15 Zeilen (6) und Spalten (7) auf der Klebstof f schicht (5) in 
vorgegebener Schrittweite (w) fiir einen Halbleiterchip oder 
ein Halbleiterbauteil angeordnet sind. 



[ Figur 1] 
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